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1. Sekil-1'deki puspul, primerden anahtarlamali ceviricide nominal ¢ikis akimi lgmaks = 5A, lomin =
0.5A, cikis dalgalihgr AVo = 20 mV, cikis gerilimi Vo = 36V olarak verilmistir. Anahtar ve diyot
kayiplari ihmal edilmeyecektir, Vsa = 1V, Vp = 0.7V olarak verilmistir. Giris gerilimi 220V'luk
sebeke geriliminden dogrultularak elde edilmektedir. Anahtarlama frekansi 100 kHz, ton/T = 0.25
olacaktir.
a- Trafonun g¢evirme oranini,
b-anahtar elemanlarinin dayanma gerilimlerinin hangi sarti saglamasi gerektigini bulunuz.
c-L ve C elemanlarinin degerlerini veren bagdintilar, asadiya dogru regilatér badintilarindan
hareketle kayiplari da dikkate alarak yaziniz.

d- L ve C degerlerini hesaplayiniz.
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2. Sekil-2a'daki kopri devrede MOSFET’1$er frekansi f = 50 kHz olan bir karedalga ile
sUrtlmektedir. Besleme gerilimi V=48V dur ve devre R. = 4 Ohm'luk bir direng yukuni
stirmektedir. MOSFET ler igin iletim gerilimi VDSon << V| alinabilir. MOSFET karakteristikleri
sekilde gorulmektedir. Strtcl darbe genligi Vge=12V'tur. 25°C igin Rpgn = 0.3 Ohm, esik gerilimi
Vy =3V dur.
a- Devrede MOSFET lerin toplam iletime girme strelerinin toy < 100nsn olabilmesi icin strici
kaynaklarin i¢ direncinin degeri nasil segilmelidir?
b- torr toplam kesime gitme siresini hesaplayiniz.
c- MOSFET lerin toplam Py gli¢ kaybini 120 °C icin hesaplayiniz. (P., Pg, Pp ihmal edilebilir).
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Sekil-2a Kopru cikis kati.
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Sekil-2b Gug MOSFET leri igin karakteristik egriler
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3. Bir Pt-100 sicaklik algilayicisi, sekildeki akim kaynagi ile birlikte kullanilarak sicaklik-gerilim
cevirici diizeni gerceklestirilecektir. Pt-100 sicaklik algilayicisinin karakteristigi
R=Ro(1 +0.T)
bagintisiyla verilmektedir. Bu badintida Ro= 100 Q, T=0°C deki direnc degerini, 0=3.9x10° C”

sicaklik katsayisini géstermektedir. T=100°C de Vo4 geriliminin 10V olmasi isteniyor.

Vier = Vi2= 5V, IL = 5 mA olacaktir. (R1=Ra).
a-Eleman degerlerini hesaplayiniz.
b-T=0°C de Vo1 hangi degeri alir?
¢-T=100°C de Vo4 hangi degeri alir?
d-T=0°C de cikista (Voz) OV, T=100°C de ise 10V elde etmek icin devrenin cikisina nasil bir
devre badlamak gerekir? Bunun igin bir devre dneriniz.
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